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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成28年5月19日(2016.5.19)

【公開番号】特開2014-185292(P2014-185292A)
【公開日】平成26年10月2日(2014.10.2)
【年通号数】公開・登録公報2014-054
【出願番号】特願2013-62559(P2013-62559)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   7/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ    7/00     ３０６　
   Ｃ０８Ｊ    7/00     ＣＥＷ　
   Ｃ０８Ｊ    7/00     ＣＦＨ　

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月24日(2016.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
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【表３】

本発明の実施態様の一部を以下の項目［１］－［１５］に記載する。
［１］
　テトラメチルシラン、ヘキサメチルジシロキサン及びヘキサメチルジシラザンからなる
群から選択される少なくとも１種のケイ素含有ガスを含む気体流中でプラズマ処理された
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表面を有するポリマーを含む物品であって、前記ポリマーがシリコーン及びフルオロポリ
マーからなる群から選択される物品。
［２］
　前記ケイ素含有ガスがテトラメチルシランである、項目１に記載の物品。
［３］
　前記プラズマ処理された表面の動摩擦係数が、プラズマ処理されていない表面の０．０
１～０．９倍である、項目１又は２のいずれかに記載の物品。
［４］
　前記ポリマーがエラストマーである、項目１～３のいずれか一項に記載の物品。
［５］
　前記気体流がさらに酸素を含む、項目１～４のいずれか一項に記載の物品。
［６］
　前記気体流中の酸素と前記ケイ素含有ガスの流量比が０．１：１～５：１である、項目
５に記載の物品。
［７］
　前記ポリマーがシリコーンである、項目１～６のいずれか一項に記載の物品。
［８］
　前記ポリマーがフルオロポリマーである、項目１～６のいずれか一項に記載の物品。
［９］
　シリコーン及びフルオロポリマーからなる群から選択されるポリマーを含む物品を、テ
トラメチルシラン、ヘキサメチルジシロキサン及びヘキサメチルジシラザンからなる群か
ら選択される少なくとも１種のケイ素含有ガスを含む気体流中でプラズマ処理することを
含む、摩擦係数の低い表面を有する物品の製造方法。
［１０］
　前記ケイ素含有ガスがテトラメチルシランである、項目９に記載の方法。
［１１］
　前記ポリマーがエラストマーである、項目９又は１０のいずれかに記載の方法。
［１２］
　前記気体流がさらに酸素を含む、項目９～１１のいずれか一項に記載の方法。
［１３］
　前記気体流中の酸素と前記ケイ素含有ガスの流量比が０．１：１～５：１である、項目
９～１２のいずれか一項に記載の方法。
［１４］
　前記プラズマ処理中の放電空間の電力密度が０．０５～１．０Ｗ／ｃｍ２である、項目
９～１３のいずれか一項に記載の方法。
［１５］
　前記プラズマ処理の時間が２～３００秒である、項目９～１４のいずれか一項に記載の
方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テトラメチルシラン、ヘキサメチルジシロキサン及びヘキサメチルジシラザンからなる
群から選択される少なくとも１種のケイ素含有ガスを含む気体流中でプラズマ処理された
表面を有するポリマーを含む物品であって、前記ポリマーがシリコーン及びフルオロポリ
マーからなる群から選択され、前記プラズマ処理された表面の動摩擦係数が、プラズマ処
理されていない表面の０．０１～０．９倍である物品。
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【請求項２】
　前記ポリマーがエラストマーである、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　シリコーン及びフルオロポリマーからなる群から選択されるポリマーを含む物品を、テ
トラメチルシラン、ヘキサメチルジシロキサン及びヘキサメチルジシラザンからなる群か
ら選択される少なくとも１種のケイ素含有ガスを含む気体流中でプラズマ処理することを
含む、摩擦係数の低い表面を有する物品の製造方法。
【請求項４】
　前記ポリマーがエラストマーである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記気体流中の酸素と前記ケイ素含有ガスの流量比が０．１：１～５：１であり、前記
プラズマ処理中の放電空間の電力密度が０．０５～１．０Ｗ／ｃｍ２であり、前記プラズ
マ処理の時間が２～３００秒である、請求項３又は４のいずれかに記載の方法。
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